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Abstract of EP0809304 

The optoelectronic transducer has a radiation 
transmission or detection block (1) mounted on a 
carrier (2) provided with a mounting surface (3) 
having a number of termination elements (4,5). 
The termination elements have electrical 
termination surfaces (16,17) defining a contact 
plane (14) at a distance from the mounting 
surface. The spacing betv\/een the mounting 
surface and the contact plane is greater than the 
maximum height of the radiation transmission or 
detection block, e.g. a semiconductor chip or a 
polymer luminescent or laser d;ode. 
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(54) Optoelektronischer Wandier und dessen Herstellungsverfahren 



(57) Optoelektronischer Wandier mit einem Strah- 
lung aussendenden und/oder empfangenden Kdrper 
(1), der auf einer Tragereinheit (2) befestigt 1st. Die Tra- 
gereinheit (2) weist eine Montagefiache (3) auf, dem 
eine Anzahl von AnschluBteiien (4,5,4*,5') zugeordnet 
sind. Diese AnschluBteile (4,5,4\5') sind mit eiektri- 
schen AnschluBflSchen (16,17,16M70 versehen, die 



eine Kontaktierungsebene (14) definieren, deren 
Abstand zur Montagefiache (3) gr63er ist als die maxi- 
male HOhe des KOrpers (1) gegebenertfalls einschlieB- 
lich samtlicher AnschluSleiter (26) und/oder 
Abdeckmittel (27) bezogen auf die MontagefiSche (3). 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen optoelektroni- 
. schen Wandler mit einem Strahiung aussendenden 
und/oder empfangenden KOrper, der auf einer Trflger- s 
einheit befestlgt 1st. Sie bezieht sich insbesondere auf 
einen derartigen optoelektronischen Wandler, bei dem 
der Strahiung aussendende und/oder empfangende 
Kfirper ein entsprechend ausgebildeter Halbleiterchip 
Oder eine Polymer-Lumineszenz- oder -Laserdiode ist . io 

Ein derartiger optoelektronischer Wandler ist bei- 
spieilswelse aus der europSischen Patentschrift EP 4 12 
184 B1 bekannt und in Figur 12 dargestellt. Bei diesem 
bekannten optoelektronischer Wandler handelt es sich 
urn eine Strahlungsdetektoranordnung, die ein Detek- is 
torbauelement 39, beispielsweise eine Fotodiode. einen 
gemeinsamen TrSger 33, einen Isolierkfirper 34. ein 
Befestigungsteil 35, einen LinsentrSger 36 und eine 
Linse 37 zur Fokussierung der von dem Detektorbau- 
element 39 empfangenen Strahiung. Das Detektorbau- 20 
element 39 ist mit seiner Unterseite auf dem 
IsolierkOrper 34 befestigt, der wiederum auf den 
gemeinsarnen Trager 33 befestigt ist. Das Befesti- 
gungsteil 35 ist neben dem IsolierkOrper 34 auf dem 
gemeinsamen TrSger 33 angeordnet. Auf dem Befesti- 2s 
gungsteil 35 ist mittels einer Befestigungsschicht 38 der 
Linsentrager 36 mit der Linse 37 fixiert, derart, daB sich 
die Linse 37 uber der Strahleneintrittsfiache 40 des 
Detekkorbauelements 39 befindet. 

Die Montage der einzelnen Bestandteile eines der- 3C 
artigen optoelektronischen Wardlers ist sehr aufwen- 
dig. Sie erfordert eine groBe Zahl von 
Verfahrensschritten und die Justage der Linse 37 ist 
sehr schwierig. AuBerdem treten im allgerheinen auf- 
grund des Luftspaltes zwischen der Linse 37 und dem 35 
Detektorbauelement 39 groBe Refiexionsverluste bzw. 
Abbiidunigsfehler innerhalb des Wandlers auf. 

Weiterhin ist aus der deutschen Offenlegungschrift 
DE 43 23 681 ein optoelektronischer Wandler bekannt, 
bei dem auf der einen Seite eInes lichtdurchiassigen 40 
Trdgers ein. optisches Empfangs- oder Sendeelement 
und auf der anderen Seite des Tragers eine Ablenksple- 
gelanordnung und eine parallel zur Trdgeriangsachse 
verlaufende Lichtleitfaser angeordnet sind. Das bei- 
spielsweise von einem optischen Sendeelement ausge- 45 
sandte Ucht durchdringt den gemeinsamen TrSger, wird 
an dier Ablenkspiegelanordnung um 90? in Richtung der 
Lichtleitfaser abgelenkt und in diese eingekoppelt Im 
Falle eines Empfangselements wird das durch die Licht- 
leitfaser ankommende Lichtsignal an der Ablenkspie- so 
geianordnung um 90** in Richtung Empfangselement 
abgelenkt, durchdringt anschiieBend den gemeinsa- 
men Trager und wird In das Empfangselement einge- 
koppelt. 

Auch die Hersteilung dieser bereits bekannten 55. 
Anordnung erfordert einen hohen Montage- und Justier- 
aufwand. HerkOmmliche Methoden zur Montage von 
Halbleiterbauelementen auf einer Leiterplatte kfihnen 
bei dieser Anordnung nicht verwendet werden. 



Der Erfindung iiegt daher die Aufgabe zugrunde, 
einen optoelektronischen Wandler der eingangs 
genannten Art zu entwickeln, der mit herkOmmlichen 
Methoden der Bauelementmontage montierbar, insbe- 
sondnere zur Oberfiachenmontage geeignet ist, das 
heiBt in SMD-Technik (Surface mounted device) auf 
einer Leiterplatte befestigt werden kann. 

Gleichzeitig soil dieser optoelektronische Wandler 
auf einfache Weise in groBen Stuckzahlen herstellbar 
und gegenuber weiteren optischen Einrichtungen ohne 
groBen Aufwand exakt justierbar sein sowie eine hohe 
Effizienz bei der Uchtaiiskopplung aufweisen. 

Diese Aufgabe wird durch einen optoelektroni- 
schen Wandler mit den Merkmalen des Anspruches 1 
gelOst. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
Qegenstand der Unteranspruche 2 bis 10. Bevorzugte 
Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von erfin- 
dungsgemaBen optoelektronischen Wandlern sind 
Gegenstand der Anspruche 1 1 und 12. 

ErfindungsgemaB weist der optoelektronische 
Wandler der eingangs genannten Art eine Tragereinheit 
mit einer Montagefiache auf. auf dem der Strahiung 
aussendende und/oder empfangende KOrper befestigt 
ist. Der Montagefiache ist eine Anzahl von AnschluBtei- 
len mit elektrischen AnschluBfiachen zugeordnet. die 
zur Oberfiachenmontage des Baueiements beispiels- 
weise auf einer Leiterplatte vorgesehen und die jeweils 
mittels elektrischen AnschluBmitteIn mit einem elektri- 
schen Kontakt des Kdrpers elektrisch leitend verbunden 
sind. Die AnschluBteile sind derart ausgebildet und 
neben dem KOrper angeordnet, daB, bezogen auf die 
Montagefiache, die maximale Hdhe des KOrpers ein- 
schlieBlich samtlicher AnschluBmittel und ggf. Andeck- 
mitte! fur den KOrper kleiner ist als der Abstand 
zwischen der Montagefiache und einer durch die . 
AnschluBfiachen definierten Kontaktierungsebene. 

Dieser erfindungsgemaBe optoelektronische 
Wandler hat gegenuber den eingangs beschriebenen 
bekannten optoelektronischen Wandlern den Vorteil, 
daB er auf einfache Weise. auf einer Leiterplatte (z. B. 
Platine. Keramiksubstrat oder Hybridsubstrat) befestigt 
werden kann, indem er mit seinen AnschluBfiachen auf 
Leiterbahnen der Leiterplatte gesetzt und die AnschluB- 
fiachen mittels eines elektrisch leitenden Bindemittels 
mit den Leiterbahnen verburxjen werden. Der Wandler 
ist somit derart beispielsweise auf einer Leiterplatte 
montierbar, daB der KOrper zwischen dem Tragerteil 
und der Leiterplatte angeordnet ist. 

Bei einer bevorzugten Weiterbildung des erfin- 
dungsgemaBen optoelektronischen Wandlers ist der 
Strahiung aussendende und/oder empfangende K6rper 
derart auf der Tragereinheit montiert, daB seine Strah- 
lungsaustrittsfiache zur Montagefiache hin gerichtet ist. 
Die Tragereinheit besteht hierbei aus einem zumindest 
far einen Teil der von dem KGrper ausgesandten 
und/oder empfangenen Strahiung durchiassigen Mate- 
rial. 

Dies hat den besonderem Vorteil, daB die von dem 
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KOrper ausgesandte und/oder empfangene Strahlung 
ohne groBe Reflexionsverluste und Verluste durch 
Abbildungsfehler in eine Uchtleitfaser oder in eine 
andere optische Anordnung bzw. in den Kfirper einge- 
koppelt werden kann. s 

Bei einer weiteren bevorzugten AusfQIirungsform 
des erfindungsgem&Ben optoeiektronischen Wandlers 
ist vorgesehen, daB die TrSgereinheit eine TrSgerplatte 
mil einer Ausnehnnung aufweist. daB auf einer Boden- 
f Idche der Ausnehmung die Montagefldche vorgesehen io 
ist und daB zumindest Teilbereiche von Seltenwanden 
der Ausnehmung als AnschluBteiie genutzt sind. 

Der Vorteil dieser Ausfuhrungsform besteht Insbe- 
sohdere darin, daB auf einfache Weise eine Mehrzahl 
von erfindungsgemSBen optoeiektronischen Wandlern is 
im Scheibenverbund gleichzeitig hergestellt werden 
kOnnen. Eine separate genaue Positionierung und Mon- 
tage der AnschluBteiie auf der TrSgerplatte ist nicht not- 
wendig. 

Bel einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung 20 
besteht die TrSgerplatte aus einem isolierenden Mate- 
rial Oder ist die TrSgerplatte gegebenenfalls in der Aus- 
nehmung sowie auf den AnschiuBteiien zumindest 
teilweise mit einer isolierenden Schicht versehen. . In der 
Ausnehmung sowie auf den AnschiuBteiien ist eine 25 
Anzahl von mit den elektrischen Kbntakten des Strah- 
lung aussendenden und/oder empfangenden K6rpers 
verbindbaren, elektrisch leitenden AnschluBbahhen 
vorgesehen, die derart strukturiert sind, daB auf den 
AnschiuBteiien eine Anzahl von AnschiuBfldchen, die 30 
zur Oberfldchenmontage des Bauelements geeignet 
sind, ausgebtidet ist. Dies hat insbesondere den Vorteil. 
daB die elektrisch leitenden AnschluBbahnen auf einfa- 
che Weise mittels herkSmmlicher Methoden der Halb- 
ieitertechnik (Maskentechnik + Aufdampfen oder 35 
Sputtern von Metallschichten usw.) hergestellt werden 
kOnnen. 

Bei einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform 
des erfindungsgenngBen optoeiektronischen Wandlers 
weist die TrSgereinheit ein Mittel zum Fokussieren der 40 
Strahlung auf, wodurch vorteilhaftenweise die ausge- 
sandte bzw. empfangene Strahlung ohne groBe Verlu- 
ste durch Totalreflexion an Grenzfldchen aus dem 
Wandler ausgekoppelt bzw. in diesen eingkoppelt wer- 
den kOnnen. 45 

Bei einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung sowie deren Ausfuhrungsformen besteht die 
Trdgerplatte aus einem elektrisch isolierenden Material 
Oder ist zumindest teilweise mit einer isolierenden 
Schicht versehen und sind auf der TrSgerplatte bzw. auf so 
der isolierenden Schicht mirxjestens zwei strukturierte 
Metallisierungsschlchten aufgebracht. auf denen elek- 
trisch lettende AnschluBteiie angeordnet sind. 

Dies hat den besonderen Vorteil, daB die Abmes- 
sungen und die Positionen der elektrisch leitenden 55 
AnschluBteiie auf einfache Weise den Abmessungen 
des auf der MontageflSche befindlichen Strahlung aus- 
sendenden und/oder empfangenden KOrpers gegebe- 
nenfalls einschlieBlich der AnschluBleiter und/oder 



Akxieckmittel fur den K6rper angepaBt werden kGnnen. 

Bei einer weiteren bevorzugten AusfQhrungsform 
des erfindungsgemaBen optoeiektronischen Wandlers 
ist auf der dem KOrper gegenuberliegenden Seite der 
TrSgerplatte eine weitere Platte vorgesehen. 

Dadurch ist es mbglich, die Trdgereinheit aus Mate- 
rialien mit unterschiediichen Brechungsindlzes herzu- 
stellen und dadurch die /\ufbauh6he und die optische 
Abbildung des optoeiektronischen Wandlers zu optimie- 
ren. AuBerdem kann vorteilhafterweise die weitere 
Platte ein Mittel zum Fokussieren der Strahlung aufwei-^ 
sen. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
des erfindungsgemSBen optoeiektronischen Wandlers 
ist zumindest der Strahlung aussendende und/oder 
enrpfangende KOrper mit einer Kunststoffabdeckung 
Oder einer andersartlgen Abdeckung versehen. 
Dadurch Ist auf einfache Weise der K6rper gegen 
Feuchtigkeit und gegen mechanische Beschadigung 
geschutzt. 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmSBigkeiten 
der Erfindung ergeben sich aus. der nachfolgenden 
Beschrelbung von fOnf AusfQhrungsbeispielen In Ver- 
blndung mit den FIguren 1 bis 12. 
Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung durch 
ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsge- 
maBen optoeiektronischen Warxjlers; 
Figur 2 eine schematische Darstellung einer Drauf- 
sicht auf den optoeiektronischen Wandler von Figur 
1; 

Figur 3 eine schematische Schnittdarstellung durch 
ein zweltes Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsge- 
maBen optoeiektronischen Wandlers; 
Rgur 4.elne schematische Darstellung einer Drauf- 
sicht auf den optoeiektronischen Wandler von Rgur 
3; 

Rgur 5 eine schematische Schnittdarstellung durch 
ein drlttes Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsge- 
maBen optoeiektronischen Wandlers: 
Rgur 6 eine schematische Schnittdarstellung eines 
vlerten Ausfuhrungsbeispieles eines erflndungsge- 
. maBen optoeiektronischen Wandlers; 
Rgur 7 eine schematische Darstellung einer Drauf- 
sicht auf den optoeiektronischen Wandler von Figur 
6; 

Rgur 8 eine schematische Schnittdarstellung eines 
funften Ausfuhrungsbeispieles eines erfindungsge- 
maBen optoeiektronischen Wandlers; 
Rgur 9 eine schematische Darstellung zur Eriaute- 
rung eines Verfahrensablaufes zur Herstellung 
einer Mehrzahl von erfindungsgemaBen optoeiek- 
tronischen Wandlern gemaB Figur 8 und 
Rguren 10 und 1 1 schematische Darstellungen zur 
Eriauterung eines Verfahrens zur Herstellung einer 
Mehrzahl von erfindungsgemaBen optoeiektroni- 
schen Wandlern gemaB Rgur 6. 
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In den FIguren sind gleichartige Komponenten der 
verschiedenen Ausfuhrungsbeispiele jeweils mit den- 
selben Bezugszeichen versehen. 

Bel dem optoelelektronlschen Wandler von Figur 1 
und 2 waist die TrSgereinheit 2 eine TrSgerplatte 7 mit s 
einer trapezfOrmigen Ausnehmung 8 auf. Auf der 
Bodenfiache 9 und den Seitenfiachen 10,11 der Aus- 
nehmung 8 sowie auf den Oberseiten 24.25 der 
Anschlu3teile 4,5 sind zwei voneinander getrennte 
elektrisch leitende AnschluBbahnen 12,13 beispiels- io 
weise in Form von Metallisierungsschichten aufge- 
bracht. Auf den AnschluBteilen 4,5 sind dadurch zwei 
Anschlu(3flSchen 16,17 des optoelektronischen Wand- 
lers ausgebildet. 

Auf einer MontageflSche 3 der Ausnehmung 8 ist is 
ein Strahlung aussendender und/oder empfangender 
Kdrper 1 derart befestigt, daB dessen Unterseitenkon- 
takt 22 zumindest teilweise auf der elektrisch leitenden 
Anschlu3bahn 12 aufliegt und mit dieser beispielsweise 
mittels eines AuSn-Lotes Oder mitteis eines anderen 20 
geeigneten elektrisch leitenden Bindemittels verbunden 
ist. Ein Oberseitenkontakt 23 des KGrpers 1 ist mittels 
eines AnschluBleiters 24 (z. B. ein Bonddraht) mit der 
elektrisch leitenden AnschluBbahn 13 verbunden. 

Der KOrper 1 Ist beispielsweise eine Leuchtdiode. 2S 
eine Fotodiode (PIN-Fotodoide) Oder ein Vertical Cavity 
Surface Emitting Laser (VCSEL). 

Die Trdgerplatte 7 Ist elektrisch isoiierend und 
besteht beispielsweise aus ernem fur die von dem K6r- 
per 1 ausgesandte bzw. empfangene Strahlung durch- so 
Idssigen Gias, Kunststoff, Saphir, Diamant Oder 
HalblertermateriaL FQr Welleniangen X > 400 nm kann 
beispielsweise SiC. fur X > 550 nm GaP, fur X > 900 nm 
GaAs und fur ^ > 1100 nm kann Silizium verwendet 
warden. Die Ausnehmung 8 ist beispielsweise mittels 3S 
Atzen, Sdgen Oder Fr^sen hergestejlt. Ebenso kann 
eine elektrisch leitfdhige Trdgerpiatte 7, die z. B. aus 
Matall besteht, verwendet sein, die dann aber in der 
Ausnehmung urxi auf den AnschluBteilen 4,5 zumin- 
dest teilweise mit einer isolierenden Schicht 15 (z. B. 40 
eine Oxidschicht Oder Kunststoffschicht usw.) versehen 
Ist. 

Die elektrisch leitenden AnschluSbahnen 12, 13 
bestehen beispielsweise aus Aluminium, aus einer Aiu- 
minlum-Baslslegierung Oder aus einem AurMehr- 45 
schichtsystem. Denkbar ist auch, daB im Falle der 
Venwendung einer TrSgerplatte 7 aus einem Halbleiter- 
materiai in der Ausnehmung 8 sowie auf den Obersei- 
ten 24, 25 der AnschluBteile 4, 5 mittels geeigneter 
Dotierung die AnschluBbahnen ausgebildet sind. Zur so 
Herstellung einer derartigen Dotierung kSnnen die dem 
durchschnittlichen Fachmann heute bekanrrten Verfah- 
ren der Halbleitertechnlk, wie beispielsweise lonenim- 
plantation, verwendet werden. 

Zwischen der Strahlungsaustritts- und/oder. -ein- ss 
trittsfiache 6 des Kdrpers 1 und der TrSgerplatte 7 befin- 
det sich zur Verbesserung der Lichtauskopplung aus 
dem KOrper 1 bzw. aus der Trdgerplatte 7 ein optisches 
Koppeimedium 29, beispielsweise ein GieBharz. Die ' 



Verbesserung der Lichtauskopplung beruht auf einer 
ErhOhung des Winkels, bei dem Totalreflexion auftritt, 
Als wesentiiche Eigenschaft weist das Koppeimedium 
29 nur eine geringe Absorption der von dem Halbblei- 
terchip 1 ausgesandten und/oder empfangenen Strah- 
lung auf. 

Der VoIlstSndigkeit halber sei an dieser Stelle 
enATdhnt. daB die Strahlungsaustritts- und/oder -ein- 
trittsflSche 6 des Strahlung aussendenden KOrpers 1 
diejenige FlSche ist. durch welche der grOBte Anteil der 
im KOrper 1 erzeugten Strahlung aus diesem austrttt. 
Analog dazu ist die Strahiungseintrittsfidche eines 
Strahlung empfangenden KOrpers 1 diejenige Fidche. 
durch welche eine empfangene. Strahlung in den KOrper 
1 eintritt. 

Die AnschluBfldchen 16.17 definieren eine Kontak- 
tierungsebene (durch die strichpunktierte Linie 14 
angedeutet), deren /^bstand zur BodenflSche 9 grOBer 
ist als die maximale HOhe des KOrpers 1 einschlieBlich 
AnschluBieiter 26 und einer wahlweise vorgesehenen 
Chipabdeckung 27, die beispielsweise aus einem mit 
Quarzkugelchen oder -flocken gefullten Harz oder aus 
einem Acrylat besteht. Die Chipabdeckung 27 dient ins- 
besondere dazu. den KOrper 1 vor Feuchtlgkeit und vor 
mechanischer BeschSdigung zu schutzen. 

Auf ihrer der Ausnehmung 8 gegenaberliegenden 
Serte weist die TrSgerplatte 7 ein Mittel 21 zum Fokus- 
sieren der von dem KOrper 1 ausgesandten und/oder 
empfangenen Strahlung auf. z. B. eine sphSrische 
Unse, eine aspSrische Linse oder eine Beugungsoptik. 
Dieses kann beispielsweise mittels Atzen oder Schlei- 
fen in der Trdgerplatte 7 ausgebildet oder separat her- 
gestellt und beispielsweise mittels LOten, Kleben oder 
anodischem Bonden auf der Tragerplatte 7 aufgebracht 
sein. 

Bei dem in den Figuren 3 und 4 dargestellten opto- 
elektronischen Wandler weist die TrSgerlatte 7 eine 
ebene Oberseite 28 auf, auf der die elektrisch leitenden 
AnschluBbahnen 12, 13 aufgebracht sind. Die Trager- 
piatte 7 kann aus einem elektrisch isolierenden Material 
gefertigt sein (z. B. Material wie bei dem oblgen Ausfuh; 
rungsbeispiel von Figur 1 und 2) oder elektrisch leitend 
sein, wobei sie dann zumindest teilweise mit einer elek- 
trisch isolierenden Schicht 15 (z. B. Oxidschicht oder 
Kunststoffschicht usw.) versehen Ist. 

Wie beim AusfOhrungsbeispiel gemSB den Figuren 
1 und 2 ist auch hier der KOrper 1 derart auf einer Mon- 
tagefiache 3 der TrSgerplatte 7 befestigt, daB er zumin- 
dest mit einem Teil seines Unterseitenkontaktes 22 auf 
der elektrisch leitenden AnschluBbahn 12 aufliegt und 
mit dieser elektrisch leitend verbunden ist. Auf den elek- 
trisch leitenden AnschluBbahnen 12.13 sind beispiels- 
weise mittels LOten oder Kleben AnschluBteile 4*,5' 
befestigt, die elektrisch leitend sind, so daB die Obersei- 
ten 24, 25 der AnschluBteile 4\5' die elektrischen 
AnschluBfiachen 16MT des optoelektronischen Wand- 
lers ausbilden. 

Die AnschluBteile 4',5* bestehen beispielsweise aus 
hochle'rtendem Silizium, Metall oder aus einem anderen 
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Material mit hoher elektrischer Leitf&higkeit. Als Binde- 
mittel zwischen den AnschluSteilen A\S und den elek- 
trisch leitenden AnschluBbahnen 12,13 ist 
beispielsweise ein metaliisches Lot Oder ein elektrisch 
leitender Kunststoff verwendet. Ebenso kfinnen die 5 
AnschluBteile 4\5' mittets eutektischem Bonden auf den 
AnschluBbahnen 12,13 befestigtwerden. 

Als Materialien fur die TrSgerplatte 7 und die elek- 
trisch leitenden AnschluBbahnen 12, 13 eignen sich 
beispielsweise die in Bezug auf das erstgenannte Aus- 10 
fuhrungsbeispiel entsprechend angegebenen Materia- 
lien, 

Die Trdgerplatte 7 weist auch hier auf ihrer dem 
K6rper 1 gegenOberliegenden Sette ein Mittel 21 zum 
Fokussieren der von dem K6rper ausgesandten is 
und/oder empfangenen Strahlung auf. ReprSsentativ 
hierfur ist in Ftgur 3 eine Beugungsoptik eingezeichnet 

Daruberhinaus kann auch bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel der K6rper 1 mittels einer Chipabdeckung 27 
gegen Feuchtigkeit und gegen mechanische Beschadi- 20 
gung geschutzt sein (Materialien fur die Chipabdeckung 
27 wie oben zu Figur 1 angegeben). 

Das AusfQhrungsbeispiel von Figur 5 unterscheidet 
sich von dem der Figuren 3 und 4 dadurch. daB auf der 
der Montagefiache 3 gegenuberiiegenden Seite der 25 
Trdgerplatte 7 eine weitere Platte 18 angeordnet Ist. Die 
weitere Platte 18 besteht beispielsweise aus einem 
anderen Material wie die Tragerplatte 7. Bei geeigneter 
Wahl dieser Materialien. z. B. Glas fur die TrSgerplatte 7 
und Silizium fQr die weitere Platte 1 8. kdnhen die Hoch- 30 
frequenzeigenschaften des Wandlers verbessert und 
die Kapazitat des optoelektronischen Wandlers gesenkt 
werden. Zudem kann durch unterschiediiche Bre- 
chungsindizes der welteren Platte 18 und der Trdger- 
platte 7 die AufbauhGhe und die optische Abbildung des 35 
opotelektronischen Wandlers optimiert werden. 

Wie in Rgur 5 dargestellt. weist hier nicht die TrS- 
gerplatte 7, sondern die weitere Platte 18 ein Mitte! 21 
zum Fokussieren der Strahlung, in diesem Fall eine 
sphSrische oder eine asphSrische Unse 28 auf. 40 

Das AusfQhrungsbeispiel gemdB Rguren 6 und 7 
unterscheidet sich von dem in den Figuren 1 und 2 dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispiel dadurch, daB die Aus- 
nehmung 8 in der TrSgerplatte 7 die Form einer von 
oben nach unten schmaier werdenden Grube aufweist, 4S 
die beispielsweise mittels Atzen hergestellt ist. Als 
AnschluBteile 4,5 sind hierbei Teilstucke der Seiten- 
wand der Grube verwendet Dies hat den Vorteil. daB 
die AnschluBfiachen 16, 17 in beliegiger Anordnung auf 
der Oberseite der Seitenwand der Grube angeordnet so 
werden kfinnen, wodurch beispiels\weise die Gestaltung 
der Leiterbahnen auf einer dem optoelektronischen 
Wandler zugeordneten Leiterplatte weniger einge- 
schrankt ist 

Wie bei dem AusfQhrungsbeispiel nach Rgur 3 kOn- 55 
nen auch hier auf den AnschluBbahnen 12.13 elektrisch 
leitende AnschluBteile 4'.5' (z. B. sogenannte Sllizium- 
Jumperchips) mit AnschluBfiachen 16Mr befestigt 
sein, wobei die AnschluBfiachen 16M7* beispielsweise 



in Form von Metallschichten realisiert sind. 

Auf der der Grube gegenuberiiegenden Seite der 
Tragerplatte 7 Ist bei diesem Ausfuhrungsbeispiel als 
Mittel 21 zur Fokussierung der Strahlung eine separat 
hergestellte spharische Oder aspharische Linse bei- 
spielsweise mittels Kleben aufgebracht. Anstelle der 
spharischen oder aspharische Linse kann auch eine 
separat hergestellte Beugungsoptik aufgebracht oder in 
der Tragerplatte 7 ausgebildet sein. Letzteres gilt 
selbstverstandlich auch fQr die sphdhsche oder aspha- 
rische Linse. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 8 ist die 
Tragerplatte 7 im wesentlichen identisch zu der Trager- 
. platte von Rgur 1 ausgebildet (man vergleiche die zuge- 
h6rige Beschreibung). Ebenso kann die Tragerplatte 
analog zum Ausfuhrungsbeispiel von Figur 6 und 7 aus- 
gestaltet sein. Zusatzlich zu der Tragerplatte 7 weist die 
Tragereinheit 2 hier jedoch, wie bei dem Ausfuhrungs- 
beispiel nach Rgur 5 eine weitere Platte 18 auf. in der 
ein Mittel 21 zur Fokussierung der Strahlung ausgebil- 
det 1st Oder auch aufgebracht sein kann. Mit dieser Aus- 
fuhrungsform ergeben sich somit dieselben 
Eigenschaften und zusatzlichen Vorteiie wie fur das 
Ausfuhrungsbeispiel von Figur 5. 

Anhand der in der Figur 9 gezeigten Darstellungen 
wird im folgenden der Verfahrensablauf fur die gleich- 
zeitige Herstellung einer Mehrzahl von optoelektronsi- 
chen Wandlern gemaB der Rgur 8 erlSutert: 

Zunachst werden in einer Tragerscheibe 30. die 
aus dem Material fur die Tragerplatten 7 (hier bei- 
spielsweise Glas) besteht, beispielsweise mittels 
Atzen Oder FrSsen eine Mehrzahl von Ausnehmun- 
gen 8 hergestellt. 

Nachfolgend werden auf Teilbereichen der Oberf la- 
che der Tragerscheibe 30 beispielsweise mittels 
Maskentechnik und Aufdampfen oder Sputtern eine 
Mehrzahl von AnschluBbahnen 12,13 aufgebracht. 
Als nachster Schritt wird in den Ausnehmungen 8 
eine Mehrzahl von KOrper 1 befestigt und deren 
Kontakte 22,23 mit den AnschluBbahnen 12,13 z. 
B. mittels eines elektrisch leitenden Lotes bzw. mit- 
tels AnschluBletter 26 (BonddrShte) elektrisch lei- 
tend verbunden. 
• Falls erfprderlich, werden dann die Zwischenraume 
zwischen den Strahlungsaustrittsfiachen der KOr- 
per 1 und der Tragerscheibe 30 Jewells mit einem 
Koppelmedium 29 (z. B. Harz) gefQIIt. Dies kann 
beispielsweise mittels eines Mikrodosiersystems 
erfolgen. mit dem das Koppelmedium direkt In den 
Zwischenraum eingespritzt wird. 
AnschlleBend kiinnen, falls vorgesehen, die Aus- 
nehmungen 8 mit einem GieBharz oder mit einem 
Acrylat gefQIlt werden, so daB die KOrper 1 inclu- 
sive der AnschluBleiter 26 jeweils mit einer Chipab- 
deckung 27 versehen sind. 
Getrennt von der Herstellung der Tragerscheibe 30 
mit den KOrpern 1 kann eine Scheibe 31, die aus 
dem Material der Scheibe 18 von Rgur 8, z. B. Sili- 
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zium, besteht, mit einer Mehrzahl von Mitteln 21 zur 
Fokussierung der Stahlung versehen werden (Her- 
stellungsverfahren wie oben berelts angegeben). 
Die Scheibe 31 wird dann mIt der Tragerscheibe 30 
beisplelswelse mittels LOten. Kleben oder anodi- s 
schem Bonden verbunden. Ebenso kann aber auch 
die Scheibe 31 schon vor der Montage der KCrper 
1 auf die Trdgerscheibe 30 mit dieser verbunden 
werden. Der Scheibenverbund wird anschlleSend 
z. B. mittels SSgen vereinzelt. io 
• Vor der Vereinzelung des Scheibenverbund es kOn- 
nen die optoelektronsichen Wandler elektrisch und 
optisch geprtift werden. 

Bel dem im folgenden anhand der Figuren 1 0 und is 
1 1 eriduterten Verfahren zum Herstelien einer Mehrzahl 
von optoelektronsichen Wandlern gemSfB denn Figuren 
6 und 7 wird analog zum oben beschriebenen Verfahren 
eine TrSgerschelbe 30 zunSchst mit einer Mehrzahl von 
Ausnehmungen 8 versehen, auf die Oberseite der Tra- 20 
gerscheibe 30 eine Mehrzahl von AnschiufBbahnen 
12,13 aufgebracht und in den Ausnehmungen eine 
Mehrzahl von K6rper 1 befestigt, Hinsichtlich Verbinden 
der elektrischen Kontakte der KOrper 1 mit den 
AnschiuBbahnen sowie hinsichtlich Koppelmedium und 25 
Chipabdeckung gilt ebenfalls dasselbe wie in Bezug auf 
Figur 9 angegeben. 

Der Unterschied zu dem vorgenannten Verfahren 
besteht darin. daS erstens hier die Mittel 21 zum Fokin- 
ssieren der Strahlung in der TrSgerscheibe ausgeblldet so 
Oder auf diese aufgebracht werden und da3 zweitens 
auf die AnschiuBbahnen paarweise miteinander ver- 
bundene elektrisch iettende AnschiuBteiie 4\5' 
(AnschiuBteilpaare 32) mit AnschluBflSchen 16M7* 
(beispielsweise Metallschichten) aufgebracht sind. 3S 
AnschlieBend wird die TrSgerscheibe 30 zusammen mit 
den AnschiuBteilpaaren 32 ggf. nach elektrlscher 
und/oder optischer Prufung der Wandler in einzelne 
optoelektronische Wandler vereinzelt 

■ 40 

Patentanspruche 

1-. Optoelektronischer Wandler mit mindestens einem 
Strahlung aussenderKlen und/oder empfangenden 
Kdrper (1), der auf einer Trdgereinheit (2) befestigt 4S 
ist. 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Trdgereinheit (2) eine Montagefiache 
(3) aufwelst, auf dem der KOrper (1) befestigt so 
ist. 

daB der Montagef tdche (3) eine Anzahl von 
AnschluBteilen (4,5 bzw. 4\5') mit elektrlsqhen 
AnschluBfiachen (16,17 bzw. leM?*) zugeord- 
net ist; die jeweils mittels elektrischer ss 
AnschluBmittel (12,13,26) mit einem elektri- 
schen Kontakt (22,23) des KOrpers (1) elek- 
trisch lertend verbunden sind und 
daB die AnschiuBteiie (4,5 bzw. A\S) derart 



ausgeblldet urxi angeordnet sind. daB bezogen 
auf die Montagefiache (3) die maximale H6he 
des Kdrpers (1) einschlieBlich samtlicher 
AnschluBmittel (12,13,26) kleiner ist als der 
Abstand zwischen der Montagefiache (3) und 
einer durch die AnschluBfiachen (16,17) defi- 
nierten Kontaktierungsebene (14). 

2. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB der Strahlung aus- 
sendende und/oder empfangende K6rper (1) ein 
Halbleiterchip oder eine Polymer-Lumineszenz- 
oder -Laserdiode ist. 

3. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 1 oder 
2, 

dadurch gekennzeichnet, daB der KOrper (1) eine 
Strahlungsaustritts- und/oder -eintrittssfiache (6) 
aufwelst, die zur Tragerelnheit (2) hin gerichtet ist 
und daB die Tragerelnheit (2) aus einem zumindest 
fur einen Teil der von dem Kdrper (1) ausgesandten 
und/oder empfangenen Strahlung durchiassig ist. 

4. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daB 
die Tragerelnheit (2) eine TrSgerplatte (7) mit einer 
Ausnehmung (8) aufweist, daB auf einer Bodenfia- 
che der /Ausnehmung (8) die Montagefiache (3) vor- 
gesehen ist und daB zumindest Teilbereiche von 
Seitenwanden der Ausnehmung (8) als die 
AnschiuBteiie (4,5) genutzt sind. 

5. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerplatte (7) 
aus einem isolierenden Material besteht oder gege- 
benenfalls in der Ausnehmung (8) sowie auf den 
AnschluBteilen (4,5) zumindest teilweise mit einer 
isolierdenden Schicht (1 5) versehen ist und daB in 
der /Ausnehmung (8) sowie auf den AnschluBteilen 
(4,5) eine Anzahl von mit den elektrischen Kontak- 
ten (22,23) des KOrpers (1) verbindbaren, elek- 
trisch leitenden AnschiuBbahnen (12. 13) 
vorgesehen ist, die derart strukturiert sind, daB auf 
den AnschluBteilen (4,5) eine Anzahl von 
AnschluBfiachen (1 6, 1 7) ausgebildet Ist. 

6. Optoelektronischer Wandler nach einern der 
AnsprQche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragerelnheit (2) ein Mittel zum Fokus- 
sieren der Strahlung aufweist 

7. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspnuche 1 bis 3 oder 3 und 6. 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragerplatte (7) aus einem elektrisch 
isolierenden Material besteht oder daB die Tra- 
gerplatte zumindest teilweise mit einer isolie- 
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renden Schicht (15) versehen ist und daB auf 
der TrSgerplatte (7) mindestens zwei struktu- 
rierte Metallisierungsschichten aufgebracht 
sind, auf denen elektrisch leitende AnschluB- 
teiie (A'^S*) angeordnet sind. 5 

8. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, 

10 

daB auf der dem Kdrper (1) gegenOberliegen- 
den Seite der Tragerplatte (7) eine weitere 
Platte (18) vorgesehen ist, die einen anderen 
Brechungsindex aufweist als die Trdgerplatte 
(7). 15 

9. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die weitere Platte 
(18) ein Mittel (21) zum Fokussieren der Strahlung 
aufweist. 20 

10. Optoelektronischer Wandler nach einem der 
Anspruche 1 bid 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
der KGrper (1) mit einer Abdeckung (27) versehen 

ist. 25 

11. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von opto- 
elektronischen Wandlern nach Anspruch 7, 
gekennzeichnet durch die Verfahrensschrltte: 

30 

a) Herstellen einer Mehrzahl von elektrisch lei- 
tenden AnschluBbahnen (12,13) auf eine TrS- 
gerscheibe (30). durch die eine Mehrzahl von 
Montagefldchen (3) definiert werden, 

b) Montieren einer Mehrzahl von KOrper (1) auf 3S 
die Montagef lachen (3) der TrSgerscheibe (30). 
derart, daB die elektrischen Kontakte der KSr- 
per (1) mit den AnschluBbahnen (12,13) elek- 
trisch leitend verbunden werden, 

c) Aufbringen einer Mehrzahl von AnschluBtel- 40 
len (4'5') auf die Tragerscheibe (7). derart, daB 

die AnschluBteile (4*5*) Jewells zumindest teil* 
weise auf einer AnschluBbahn (12.13) zu lie- 
gen kommen. 

45 

12. Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von opto- 
elektronischen Wandlern nach Anspruch 5 oder 6. 
gekennzeichnet durch die Verfahrensschrltte: 

a) Herstellen einer Mehrzahl von Ausnehmun- so 
gen (8) mit Montagef lachen (3) in einer Trager- 
scheibe (30), die aus dem Material fur die 
Tragerplatten (7) besteht, 

b) Herstellen einer Mehrzahl von elektrischen 
AnschluBbahnen (12,13) mit AnschluBf lachen . 55 
(16,17) auf der TrSgerscheibe (30). 

c) Befestigen einer Mehrzahl von KOrper (1) 
auf den Montagefiachen (3) In den Ausneh- 
mungen (8) und elektrisches Verbinden der 



elektrischen Kontakte (22,23) der KOrper (1) 
mit den AnchluBbahnen (12,13) und 
d) Zersagen der Tragerscheibe.(30) In einzelne 
optoelektronische Wandler. 



EP 0 809 304 A2 



FIG 1 

14 16 48 26 27 




16. 



FIG 2 

4 10 7 8 



/ 



13 29 




EP 0 809 304 A2 



FIG 3 




3 



rinJLTiJuirLriruLri 

/ 

21 

FIG 4 



27 26 29 1 




4' 13 12 5' 



EP 0 809 304 A2 




EP 0 809 304 A2 



FIG 7 



4' 



I 



6 . 



» ' 



13 



r 



12 



FIGS 




EP 0 809 304 A2 



FIG 9a ,6 8 5^,27 ,7 ,6 8 ^^,27 ,7 




FIG 9b ^^23 , ^ j^26 23 , 1 2j7 




FIG 10 




EP 0 809 304 A2 



FIG 11 




